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Zdroj nekoherentniho zafeni

Oblast techniky

Vynalez se tyka zdroje nekoherentniho zafeni v oblasti infracerveného spektra vyuzivajiciho
konverzi excitacniho svétla v luminoforu.

Dosavadni stav techniky

V soucasné dob¢ je mozné emitovat svétlo pomoci svétlo emityjicich diod, které jsou obecné
oznacované zkratkou LED. Svétlo emitujici diody jsou polovodicové soucastky, které premenuji
elektrickou energii na svétlo, tedy na formu elektromagnetického zafeni. Vyhodou svétlo
emitujicich diod je jednodussi vyroba a vyssSi energeticka Gc¢innost, oproti znamym zarovkam a
vybojkam.

Nevyhody znamych svétlo emitujicich diod spocivaji v tom, ze nedokazi zcela, nebo efektivné,
emitovat svétlo v urcitych oblastech svételného spektra. Piikladem mlze byt jev odborné
oznacovany jako tzv. ,.green gap, ktery popisuje skutecnost, Ze v souc¢asné dob¢ znamé svételné
diody nejsou schopné emitovat svétlo v oblasti od 520 nm do 580 nm.

Vyse uvedeny problém svétlo emitujicich diod byl vyfeSen pomoci luminoford, které dokazi
absorbovat excitacni svétlo, jehoz fotony po interakci s atomarnimi casticemi luminoforu
zpusobuji excitaci fotond emitovan¢ho svétla, jehoz vlnova délka je odlisSna od svétla
excitacniho. Piikladem takového feSeni je napf. vynalez z patentu CZ 304579, ktery prezentuje
zdroj bilého svétla, které je tvofeno kombinaci n€kolika spekter jednobarevného svétla, a ktery je
tvofen, jak excitacnimi svétlo emitujicimi diodami, tak alespon jednim monokrystalickym
luminoforem pro emisi svétla v oblasti zelené barvy. Produkované bilé svétlo je vyslednou
kombinaci svételnych prispévki od svétlo emitujicich diod a zalesponn jednoho
monokrystalického luminoforu.

Krom¢ vyhody tykajici se emise svétla vinovych délek, které svétlo emitujici diody nedokazi
v soucasné dob¢ efektivné pfimo emitovat, maji monokrystalické luminofory dalsi vyhody, mezi
které patii opracovatelnost do téméf libovolného tvaru, zejména do optického elementu
umoznujiciho vedeni a preferovany odraz svétla do zadoucich smért. Mezi dalsi vyhody patii
lepsi disipace tepla vlivem dobré tepelné vodivosti a vysoka ucinnost dosahujici hodnot az 96%.

Co se tyce emise svétla v oblasti infracerveného spektra, tak pro tento ucel svétlo emitujici diody
jiz existuji. Tyto diody jsou z pravidla tvofeny polovodicovym materidlem GaAs, ¢i AlGaAs,
ktery je vSak v nckterych statech povazovany za zdravi ohrozujici. Mezi nevyhody tohoto feseni
patii relativné nizka ucinnost pfi premené elektrického napéti na svétlo a limitace vysokého
vykonu na idealni provozni teplotu, pficemz sristem aktualni provozni teploty dochazi k
prudkému poklesu ucinnosti, a je proto zadouci infraervené diody béhem provozu chladit.
Pripadné musi svétlo emitujici diody pracovat v pulznim rezimu. To je, ale zase problémem v
ptipad¢ pozadavku aplikace na vysoky vykon, nebot je potieba kombinovat vice infracervenych
diod do 2D poli, ktera nasledné¢ vyzaduji velké prostorové naroky na optiku. Typickou
charakteristikou infraervenych svételnych diod je také uzky pas vyzarovanych vinovych délek, s
FWHM okolo 50 nm. Pro pokryti §irsi oblasti vinovych délek je tedy potieba kombinovat vice
typl infracervenych svételnych diod.

Ukolem vynalezu je vytvofeni zdroje nekoherentniho zafeni, ktery by odstraioval nevyhody
aplikace svétlo emitujicich diod vyzafujicich v infracerveném spektru vinovych délek svétla,
ktery by mél vysokou ucinnost konverze elektrické energie na svétlo, ktery byl vykonny i pii
vysSich provoznich teplotach, ktery by byl pouzitelny v aplikacich s kontinualnim provozem,
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ktery by umoziioval pouziti prostorové nenarocné optiky, a ktery by byl dobfe obrobitelny
do tvaru optického elementu.

Podstata vynalezu

Vytéeny ukol je vyfesen vytvorenim zdroje nekoherentniho zafeni podle tohoto vynalezu.

7Zdroj nekoherentniho zatfeni pro emisi svétla v infraCerveném spektru vinovych délek je tvoren
alespoii jednim svétlo konvertujicim materialem pro konverzi excitacniho svétla na svétlo
v infracerveném spektru vinovych délek.

Podstata vynalezu spociva vtom, zZe svétlo konvertujici material ma emisni maximum
konvertovaného svétla nad 760 nm a svétlo konvertujici material je tvofen monokrystalickym
luminoforem, ktery je opracovany do télesa optické¢ho elementu s alespon jednou absorpéni
plochou pro absorpci excitacniho svétla, dale s alespon jednou emisni plochou pro vyzafovani
konvertovaného svétla a s alespon jednou lesténou plochou. K Sifeni svétla se vyuziva podstaty
jevu totalni reflexe na leSténé ploSe télesa monokrystalického luminoforu umoznujici
koncentrovat generované infracervené zateni do zadouciho sméru skrz emisni plochu.

Vyhodami vynalezu jsou obrobitelnost monokrystalickych luminofori do optickych elementd,
soucasn¢ vyssi efektivita, neZ maji svétlo emitujici polovodicové diody, schopnost emise
infraCervené¢ho zafeni s emisnim maximem nad 760 nm. Vyznamnou vyhodou je koncentrace
konvertovaného svétla do zadouciho sméru, ktera je v souCasném stavu techniky vyuzivajicim
svétlo emitujici diody dosazitelna pouze za pouziti pocetnych poli svétlo emitujicich diod a
za pouziti prostorové narocné optiky.

Ve vyhodném provedeni zdroje nekoherentniho zateni podle vynalezu vykazuje svétlo
konvertujici material vystupni energii konvertovaného svétla nizsi, nez je energie excitacniho
svétla. To je vyhodné, protoze se vyuziva tzv. jevu down konverze, ktera provadi preménu
zatrivého excitacniho svétla o vyssi energii na emitované zafeni sice o niZ$i energii, ale soucasné
o vysoké hustot¢ vykonu vyrazovaného zafeni. V souCasné¢ dob¢ znamé svétlo emitujici diody
pro infracervené spektrum nemohou v Urovni zativosti konkurovat uvedenému vynalezu.

V dal$im vyhodném provedeni zdroje nekoherentniho zafeni podle vynalezu je emisni plocha
fyzicky spojena s optickym prostiedkem pomoci difuzniho bondovani, nebo pomoci opticky
transparentniho adhezniho materialu. Opticky prostiedek slouzi k optickému smétovani
emitovan¢ho svétla, jako je naptiklad jeho kolimace, koncentrace, rozmitani, atp. Opticky
prostiedek je difizné bondovan, takze nedochazi ke vzniku ostrého rozhrani s odliSnym indexem
lomu, pfipadné je ostré rozhrani mezi emisni plochou a optickym prostiedkem vyplnéno
transparentnim adheznim materialem, ktery diky svému indexu lomu zabranuje odrazu
emitovaného svétla zpét luminoforu.

V dal$im vyhodném provedeni zdroje nekoherentniho zateni je optickym prostiedkem cocka,
nebo parabolicky koncentrator. Opticky prostiedek je z materialu o indexu lomu dosahujiciho
hodnoty n > 1,4. Vysoky index lomu zabranuje odrazu emitovaného svétla zpét do luminoforu.

V dal§im vyhodném provedeni zdroje nekoherentniho zafen je opticky prostiredek opatien filtrem
pro blokovani svétla alespon jedné vinové délky. To je napiiklad vyhodné v pfipadech, kdy neni
zadouci, aby nekonvertované excitacni svétlo vystupovalo z luminoforu soucasné s emitovanym
svétlem. Filtr svétlo vybranych vinovych délek, bud’ odrazi zpét, nebo jej pohlti a pfeméni na
jinou formu energie.

V dalsim vyhodném provedeni zdroje nekoherentniho zafeni ma téleso monokrystalického
luminoforu alespon c¢ast svého povrchu lesklou, a/nebo lesténou, a/nebo opatienou antireflexni
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vrstvou na bazi materiald TiOs, ALOs, SiO,, MgF,. Upravou povrchu télesa dojde k upravé
mezniho thlu odrazu zafeni generovaného v monokrystalickém luminoforu na hranici mezi
dvéma opticky odlisSnymi prostfedimi, a to materialem luminoforu s vysokym indexem lomu a
okolnim prostfedim s indexem lomu n <1,4. S vyhodou se k vedeni a sméfovani zafeni v
zadoucich smérech tedy vyuziva jevu totalniho odrazu na rozhrani s rozdilnymi indexy lomu.

V dalsim vyhodném provedeni zdroje nekoherentniho zafeni ma téleso monokrystalického
luminoforu tvar hranolu, pficemz alespon jedna z podstav hranolu tvoii emisni plochu, a alespon
jedna strana hranolu tvoii absorpcni plochu. Obrobit luminofor do hranolu je jednodu$e mozné
pomoci standardnich technologii vyroby optickych komponent, pfiCemz ma hranol jasné
definovan¢é absorpCni plochy a emisni plochy. Povrch hranolu lze dobfe opracovavat a
modifikovat, pfiCemz je hranol z hlediska zabudovani do komplexn¢jSiho systému snadno
pouzitelny.

V dal§im vyhodném provedeni zdroje nekoherentniho zafeni je jedna zpodstav opatiena
reflektivnim zrcadlem, reflexnim pokovenim, nebo reflexni folii na bazi Au, Cu, nebo Ag, pro
odraz emitovan¢ho svétla zpét do télesa monokrystalického luminoforu. Pouziti zrcadla, ¢i
reflexni folie, zplisobi, Ze emitované svétlo setrvava v luminoforu, pficemz jej muiZze opoustét
pouze ze zamyslené emisni plochy tvorené druhou podstavou.

V dal$im vyhodném provedeni zdroje infracerveného zafeni je emisni plocha opatiena
antireflexni vrstvou na leSténém povrchu, nebo je opatiena povrchovym strukturovanim v fadech
nanometrd az milimetri. Upravy emisni plochy zajisti napiiklad homogenni rozptyleni
emitovaného svétla, ¢i umozni tipravou mezniho thlu Gnik svétla specifického spektra.

V dalsim vyhodném provedeni zdroje infraCerveného zafeni se zdroj infracerveného zateni
sklada z nejméné ze dvou monokrystalickych luminoford s nestejnym maximem emise, pficemz
jsou jejich télesa fyzicky spojena pomoci difuzniho bondovani, nebo pomoci opticky
transparentniho adhezniho materialu. Pokud je potieba, aby zdroj infracerveného zafeni emitoval
n¢kolik odlisnych spekter svétla soucasné, tak mize konvertované svétlo z jednoho luminoforu
prostupovat druhym, ktery k prostupujicimu konvertovanému svétlu pfispéje vlastnim
konvertovanym svétlem, naCez kombinovana konvertovana svétla vystupuji emisni plochou
druhého télesa luminoforu.

Pro provedeni vynalezu je vyhodné, pokud je monokrystalicky luminofor tvofen materialem
obecného vzorce

Y;Al5012:RE, nebo YAIO;:RE, nebo Ti**:Aly03, nebo Cr?*:Li(Ca,Sr)AlFs,

ve kterém je RE substituent za soucasné maximalné dva ionty vzacnych zemin ze skupiny Yb*,
Nd*, Ho*, Er**, Tm*. S vyhodou mohou byt ionty Y** alespon ¢aste¢né nahrazeny ionty Lu’*,
nebo Gd**.

To je vyhodné zejména proto, Ze chemické slozeni monokrystalického luminoforu podle
vynalezu umoznuje ladéni spektra emitovaného infraerveného svétla v oblasti od 760 nm do
2000 nm volbou pfesného chemického slozeni. Luminoforni materialy podle vynalezu jsou
transparentni, vykazuji efektivni disipaci tepla, odolnost pfi praci o vysokych provoznich
teplotach, dale jsou dobie obrobitelné, na vzduchu chemicky stabilni a nejsou toxické. Excitacni
spektrum monokrystalickych luminoforti podle vynalezu se pohybuje v oblastech svétla, které 1ze
bez problému generovat pomoci znamych svétlo emitujicich diod z levnych polovodicovych
materialQ.

Vynalez je svyhodou pouzitelny ve spektroskopickych méfenich, pro ktera emituje
Sirokospektralni nekoherentni vysoce zatfivé infraCervené svétlo. Mezi takova meéteni patii
absorpcni spektrometrie v overtonovych oblastech celé fady molekul, jako je NHs, CO., H-O,
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CH., dal$i uhlovodiky, NOy, freony, aj. Dal§i vyhodou vynalezu je to, Ze oproti vybojkam a
zarovkam pracuje pii nizsich teplotach a je napdjen nizSim elektrickym napétim. Vynalez lze
s vyhodou pouzit pro optickou koherentni tomografii, ktera je hojn¢ vyuzivana v 1ékafstvi, a ktera
potiebuje vysoce intenzivni zdroj infracerveného zafeni, ktery svym vykonem piekona stavajici
svétlo emituyjici diody a pulsni lasery pracujici do vykonu 50 mW. V neposledni fadé je vyhodné,
ze lze vynalez pouzit pii fluorescencni a konfokalni mikroskopii, nebot” intenzivni infracervené
svétlo umoziuje buzeni fluorescence v biologickych vzorcich, ptiCemz pii pouziti vynalezu
absentuji, oproti pouzivanému laseru, svételna spekle. Dale je vyhodné, ze 1ze vynalez aplikovat
v systémech nocniho vidéni, v projekeni technice, ¢i v pozi¢nim osvétleni, pro které posun od
klasickych bilych zdrojii k monochromatickym zdrojim, tj. zdroji vyuZzivajicich kombinace
modré excitacni slozky a emitovaného Cerveného svétla luminoforu, pomohou nalézt potencial
zvysit bezpecnost a spolehlivost dopravy a dopravnich prostredkd pravé diky aplikaci
technologie intenzivniho cerveného zdroje svétla v pozicnim osvétleni automobild, strojt, letadel
zejména pro podminky ztizené viditelnosti. Vysoce intenzivni Cervené monokrystalové
luminofory ve zdrojich zareni predstavuji systémy, které na trhu zcela chybi. Pritom kompaktni
malé zdroje vysoce intenzivniho cerveného zateni jsou stézejni napt. pro automobilovy ¢i letecky
prumysl, kde je pozadavek na miniaturizaci téchto zdroji, naptf. s designovych divodia
miniaturizace mlhovych svétel u automobild.

Objasnéni vykresu

Uvedeny vynalez bude blize objasnén na nasledujicich vyobrazenich, kde:

obr. 1 znazoriuje schematické vyobrazeni zdroje podle vynalezu,
obr. 2 znazoriuje rozpad zdroje podle vynalezu na jednotlivé soucasti.

Priklad uskute¢néni vynalezu

Rozumi se, Ze dale popsané a zobrazené¢ konkrétni piipady uskuteCnéni vynalezu jsou
predstavovany pro ilustraci, nikoliv jako omezeni vynalezu na uvedené piiklady. Odbornici znali
stavu techniky najdou nebo budou schopni zajistit za pouziti rutinniho experimentovani vétsi ¢i
mensi pocet ekvivalentd ke specifickym uskute¢nénim vynalezu, ktera jsou zde popsana. I tyto
ekvivalenty budou zahrnuty v rozsahu nasledujicich patentovych narokd.

Na obr. 1 je schematické vyobrazeni vynalezu. Excitacni svétlo ze zdrojii 7 excitaCniho svétla
dopada na absorp¢ni plochu 3 télesa 2 monokrystalického luminoforu. Uvnitt télesa 2 dochazi ke
konverzi excitacniho své¢tla na konvertované svétlo, které se postupnym odrazenim od vnitinich
stran povrchu télesa 2 dostane az k emisni plose 4, kterou emitované svétlo téleso 2 luminoforu
opousti. Aby emitované konvertované svétlo opoustélo téleso 2 pozadovanou emisni plochou 4,
miiZe byt odraz emitovaného svétla zajistén napt. zrcadlem 6, reflexni folii na bazi Ag, Cu, ¢i Au,
anebo ptipadné povrchovou upravou télesa 2, ktera upravi mezni uhel dopadu tak, aby se
emitované svétlo odrazilo nazpét do vnitiku télesa 2, jako je napt. reflexni pokoveni.

Na obr. 2 je vyobrazen zdroj 1 infracerveného zafeni podle vynalezu v rozpadu. Ve skutecnosti
mohou byt zdroje 7 excitacniho svétla pfilozeny piimo na absorpcni plochu 3 télesa 2. Soucasné
opticky prostfedek 5 mze byt difiznim bondovanim fyzicky spojen s télesem 2 na emisni plose
4. Fyzické spojeni mize byt napiiklad realizovano také optickym lepidlem, ¢i opticky
transparentnim silikonem. Opticky prostredek 5 miize byt napiiklad cocka spojka, ¢i rozptylka,
nebo parabolicky koncentrator. Index lomu materialu optického prostiedku 5 je n > 1,5. Opticky
prostfedek 5 miize byt opatien filtrem vybranych vinovych délek svétla, napriklad filtr mize byt
tvofeny svétlo absorbujicim lakem G¢innym na vybrané vinové délky svétla.

T¢leso 2 miize byt na povrchu vylesténé, ¢i samo o sob¢ lesklé, ¢i mlize byt opatieno antireflexni
vrstvou na bazi materialu TiO,, AlxOs, SiO,, MgF>. Rovnéz je mozné, aby téleso 2 bylo samo o
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sobé¢ zakladnim optickym elementem, naptiklad, mize mit emisni plochu 4 tvarovanou jako
kulaty povrch vrchliku pro rozptyl emitovaného konvertovaného svétla do prostoru.

Emisni plocha 4 miize byt opatiena antireflexni vrstvou, aby se emitované svétlo neodrazelo zpét
do télesa 2 luminoforu. Pfipadné mize byt emisni plocha 4 strukturovana pro zvétSeni jejiho
vyzafujiciho povrchu. Strukturovani mize byt v fadech nanometrli az milimetrl a mize byt
vytvoteno mechanicky, ¢i chemicky.

Priklad 1

Zdroj infracerveného zafeni je opatien jednim télesem 2 z monokrystalického materialu majicim
konkrétni slozeni uvedené nasledujicim vzorcem: (YooYbo1)3AlsO12, pfiCemz obsah dopantu je
c(Yb*) = 10 %mol. Material vykazuje hlavni emisni oblast 1030 nm, pficemz bylo pouZito
excitacni svétlo s vinovou délkou v oblasti 940 nm.

lonty Ytria (Y**) mohou byt v tomto konkrétnim provedeni materialu nahrazeny aZ v mnoZzstvi
100 % ionty Lu** nebo Gd**.

Priklad 2

Zdroj infracerveného zafeni je opatfen jednim télesem 2 z monokrystalického materialu majicim
konkrétni sloZeni uvedené nasledujicim vzorcem: (Yo9sNdo02)3AlsO12, pfiCemz obsah dopantu je
c¢(Nd*) = 2 %mol. Material vykazuje hlavni emisni oblast u 1064 nm, pficemz bylo pouzito
excitacni svétlo s vinovou délkou v oblasti 810 nm.

lonty Ytria (Y**) mohou byt v tomto konkrétnim provedeni materialu nahrazeny aZ v mnoZzstvi
100 % ionty Lu** nebo Gd**.

Priklad 3

Zdroj infracerveného zafeni je opatfen jednim télesem 2 z monokrystalického materialu majicim
konkrétni sloZeni uvedené nasledujicim vzorcem: (Yo7Ero3)3;AlsO1, pfiCemz obsah dopantu je
c(Er**) = 30 %mol. Material vykazuje hlavni emisni oblast 1450 nm az 1550 nm, pficemZ bylo
pouzito excita¢ni svétlo s vinovou délkou v oblasti 650 nm.

lonty Ytria (Y**) mohou byt v tomto konkrétnim provedeni materialu nahrazeny aZ v mnoZzstvi
100 % ionty Lu** nebo Gd**.

Piiklad 4

Zdroj infracerveného zafeni je opatien jednim télesem 2 z monokrystalického materialu majicim
konkrétni slozeni uvedené nasledujicim vzorcem: (Yo.33Hoo.17)3Al50.2, pfiCemz obsah dopantu je
c(Ho**) = 17 %mol. Material vykazuje hlavni emisni oblast u 2100 nm, pfi¢emz bylo pouzito
excitacni svétlo s vinovou délkou v oblasti 1900 nm.

Ionty Ytria (Y*) mohou byt v tomto konkrétnim provedeni materialu nahrazeny az v mnoZzstvi
100 % ionty Lu** nebo Gd**.

Priklad 5

Zdroj infracerveného zafeni je opatfen jednim télesem 2 z monokrystalického materialu majicim
konkrétni slozeni uvedené nasledujicim vzorcem: (Yo.06Tmo04)3Al5012, pficemz obsah dopantu je
c(Ho**) = 4 %mol. Material vykazuje hlavni emisni oblast u 2010 nm, pficemz bylo pouzito
excitacni svétlo s vinovou délkou v oblasti 780 nm.

lonty Ytria (Y**) mohou byt v tomto konkrétnim provedeni materialu nahrazeny aZ v mnoZzstvi
100 % ionty Lu** nebo Gd**.
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Priklad 6

Zdroj infracerveného zafeni je opatien jednim télesem 2 z monokrystalického materialu majicim
konkrétni slozeni uvedené nasledujicim vzorcem: (Yo.0sNdoo3Tmoo1)3Al50:2, pficemz obsah
dopantu je ¢(Nd3+) = 3 %mol, ¢(Tm3+) = 1 %mol. Material vykazuje hlavni emisni oblast u
1064 nm a dopliitkovou u 2010 nm, pficemz bylo pouZito excitacni svétlo s vinovou délkou v
oblasti 800 nm.

lonty Ytria (Y**) mohou byt v tomto konkrétnim provedeni materialu nahrazeny aZ v mnoZzstvi
100 % ionty Lu** nebo Gd**.

Priklad 7

Zdroj infracerveného zafeni je opatien jednim télesem 2 z monokrystalického materialu majicim
konkrétni sloZeni uvedené nasledujicim vzorcem: Ti(**):Al,Os, pficemz obsah dopantu je c(Ti**)
= 0,25 %at. Material vykazuje hlavni emisni oblast 700 nm az 900 nm, pficemz bylo pouZito
excitacni svétlo s vinovou délkou v oblasti 480 nm.

Priklad 8

Zdroj infracerveného zafeni je opatien jednim télesem 2 z monokrystalického materialu majicim
konkrétni slozeni uvedené nasledujicim vzorcem: Cr(**):LiCaAlFs, pficemz obsah dopantu je
c(Cr’*) = 0,85 %at. Material vykazuje hlavni emisni oblast 700 nm az 800 nm, pii¢emZ bylo
pouzito excita¢ni svétlo s vinovou délkou v oblasti 650 nm.

Priklad 9
Zdroj infracerveného zafeni je opatien jednim télesem 2 z monokrystalického materialu majicim
konkrétni sloZeni uvedené nasledujicim vzorcem: Cr(**):LiSrAlFs, pii¢emZ obsah dopantu je

c(Cr*) = 0,85 %at. Material vykazuje hlavni emisni oblast 750 nm az 800 nm, pFi¢emz bylo
pouzito excitacni svétlo s vinovou délkou v oblasti 650 nm.

Pramyslova vyuzitelnost

Zdroj infraCerveného zafeni podle vynalezu nalezne uplatnéni v dopravé, ve vyzkumu,
ve zbrojnim primyslu, v 1ékafstvi a v osvétlovaci technice.

PATENTOVE NAROKY

1. Zdroj (1) nekoherentniho zateni pro emisi svétla v infraCerveném spektru vinovych délek
tvofeny alespon jednim svétlo konvertujicim materialem pro konverzi excitacniho svétla na
svétlo v infracerveném spektru vinovych délek, vyznadujici se tim, ze svétlo konvertujici
material ma emisni maximum konvertovaného svétla nad 760 nm, Ze je svétlo konvertujici
material tvofen monokrystalickym luminoforem opracovanym do télesa (2) optického
elementu s alespon jednou absorpcni plochou (3) pro dopad excitatniho svétla, s alespon
jednou emisni plochou (4) pro vyzafovani konvertované¢ho svétla a s alespon jednou
lesténou plochou pro totalni reflexi svétla zpét do telesa (2) pro koncentraci emitovaného

infraCervené zafeni do Zadouciho sméru skrz emisni plochu (4).
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2. Zdroj podle naroku 1, vyznacujici se tim, Ze svétlo konvertujici material vykazuje vystupni

energii konvertovaného svétla nizsi, nez je energie excitacniho svétla.

3. Zdroj podle naroku 1 nebo 2, vyznacujici se tim, Ze emisni plocha (4) je fyzicky spojena
s optickym prostiedkem (5) pomoci difizniho bondovani, nebo pomoci opticky

transparentniho adhezniho materialu.

4. Zdroj podle naroku 3, vyznacdujici se tim, Ze opticky prostiedek (5) je CoCka, nebo

parabolicky koncentrator, z materialu o indexu lomu dosahujiciho hodnoty n > 1.4.

5. Zdroj podle naroku 3 nebo 4, vyznacdujici se tim, Zze opticky prostiedek (5) je opatfen

filtrem pro blokovani svétla alespon jedné vinové délky.

6. Zdroj podle n¢které¢ho z narokd 1 az 5, vyznacujici se tim, Ze té€leso (2) monokrystalického
luminoforu ma alespon ¢ast svého povrchu lesklou, a/nebo lesténou, a/nebo opatienou

antireflexni vrstvou na bazi materialu TiO», Al,Os, SiO,, Mgk,

7. Zdroj podle nékterého z narokti 1 az 7, vyznacujici se tim, ze t€leso (2) monokrystalického
luminoforu ma tvar hranolu, pficemz alespon jedna z podstav hranolu tvoii emisni plochu

(4), a alespon jedna strana hranolu tvoti absorpéni plochu (3).

8. Zdroj podle naroku 7, vyznacujici se tim, Ze jedna z podstav je opatiena reflektivnim
zrcadlem (6), nebo reflexnim pokovenim nebo reflexni folii na bazi Au, Cu nebo Ag, pro

odraz svétla zpét do télesa (2) monokrystalického luminoforu.

9. Zdroj podle naroku 7 nebo 8, vyznadujicise tim, Ze emisni plocha (4) je opatfena
antireflexni vrstvou na leSténém povrchu, nebo je opatiena povrchovym strukturovanim

v fadech nanometr az milimetra.

10.Zdroj podle nékteré¢ho znarokd 1 az 9, vyznadujicise tim, Ze zahrnuje nejméné dva
monokrystalické luminofory s nestejnym maximem emise konvertovaného svétla, jejichz
télesa (2) jsou fyzicky spojena pomoci difizniho bondovani, nebo pomoci opticky

transparentniho adhezniho materialu.

11.Zdroj podle nekterého z narokli 1 az 10, vyznacujici se tim, Ze monokrystalicky luminofor

ma chemické sloZzeni uvedené obecnym vzorcem

Y;AlsO12:RE, nebo YAIOs:RE, nebo Ti**:Al,03, nebo Cr**:Li(Ca,Sr)AlFs,

ve kterém je RE substituent za maximalné dva ionty vzacnych zemin ze skupiny Yb**, Tm’*,
Nd**, Ho*, Er’**soucasné.
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12.Zdroj podle naroku 11, vyznadujici se tim, Ze jsou ionty Y** alespon ¢asteéné nahrazeny

ionty Lu’**, nebo Gd**.

1 vykres

Prehled vztahovych znacek

1 zdroj infracerveného zateni

2 téleso monokrystalického luminoforu
3 absorp¢ni plocha

4 emisni plocha

5 opticky prostiedek

6 zrcadlo

7

zdroj excitacniho svétla
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